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  本刊中 包含“超晶格”的 相关文
章 
本文作者相关文章 
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SiO/SiO2超晶格结构界面发光的研究  
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摘要  利用热蒸发技术在硅衬底上制备了层厚不同的SiO/SiO2超晶格样品。对其光致发光谱进行研究发现，随

着SiO/SiO2超晶格中SiO层厚度的增加，发光峰在400～600 nm之间移动。研究表明，样品的发光中心来自于

SiO/SiO2界面处的缺陷发光(界面态发光)。即在样品沉积的过程中，在SiO/SiO2的界面处由于晶格的不连续

性，会形成大量的Si—O悬挂键，这些悬挂键本身相互结合可以形成一定数量的缺陷，同时由于O原子容易脱离Si
原子的束缚而产生扩散，因此，这些悬挂键可以与扩散的O原子结合，随着SiO层厚度的增加，在SiO/SiO2的界

面处先后出现WOB(O3≡Si—O—O·)，NOV(O3≡Si—Si≡O3)，E′中心(O≡Si·)， NBOHC(O3≡Si—O·)等缺

陷，这些缺陷在SiO层厚度增大的过程中对发光先后起到主导作用，从而使得发光峰产生红移。  
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